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【はじめに】SiC デバイスのチップコスト削減のためウエハの大口径化が求められている。我々

は 150mm サイズに対応したエピ技術の開発を行っており、150mm では SORI が大きくなる課題を

報告した[1]。本研究では SORI に対するエピ成長温度と基板グループによる変化を確認した。 

【実験方法】本研究では市販の 150mmウエハを用いた。3×150mm対応のホットウォール型減圧

化学気相成長装置を用いてエピ成長を行った。ガス系はSiH4/C3H8/H2である。SORIの評価には

Corning TROPEL社のFlatMasterを使用した。 

【実験結果】図 1.に 5μm のエピ成長を行った場合のエピ前後の SORI 値相関を示す。なお、ウエ

ハ中心に対して外周が高くなる方向を正とした。エピ前後の関係は、(A)初期の SORI が大きく変

化量が正に大きい、(B)初期の SORI は比較的大きく変化量が負に大きい、および(C)初期の SORI

が比較的小さく変化量も小さい、の 3 グループに分けられることが分かった。これらのグループ

には SORI 形状にそれぞれ特徴がある。図 2.に、これらのグループで類別したエピ成長温度と SORI

変化量の関係を示す。エピ成長温度には依存せず、基板グループで SORI 変化量が決まっている

ことが分かる。この結果から SORI 変化量はエピ成長温度に依存せず、基板に依存していること

が明らかとなった。SORI 形状等の基板グループ間の差異は当日報告する予定である。 

【謝辞】本研究は NEDO 委託事業「低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト」の

成果である。 

[1]工藤他,第 73 回応用物理学会学術講演会予稿集(2012 秋 愛媛大学・松山大学)12a-H7-11,  
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図1. エピ前後のSORI量相関 図2. ウエハグループおよびエピ成長温度
とSORI変化量の関係  
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